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Opis:

W ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania badaczy byty badania uktadéw wykazujacych silne
oddziatywania typu Swiatto-materia. Takie systemy sg potncjalnie interesujgce dla réznych dziedzin,
w tym fundamentalnej optyki kwantowej, przetwarzania informacji i konstrukcji czujnikéw ultra
wysokiej rozdzielczosci, ktére mogg by¢é stosowane w szerokim spektrum czestotliwosci
promieniowania elektromagnetycznego. W szczegdélnosci oczekuje sie, ze badania podstawowych
zjawisk silnego sprzezenia w zakresie czestotliwosci terahercowych doprowadzg do nowych
zastosowan, takie jak ultra niskoprogowe terahercowe lasery polarytonowe, modulatory sterowane
napieciem i elektrycznie sterowane filtry czestosci, a takze ultra czute czujniki chemiczne
i biologiczne.

Projekt ten bedzie koncentrowat sie na kompleksowym modelowaniu, projektowaniu
i eksperymentalnej charakteryzacji sprzezonych fotonicznych i plazmowych  struktur
metapowierzchniowych, dostosowanych do terahercowego zakresu czestotliwosci. W tym zakresie
czestotliwosci dtugos¢ fali promieniowania i postep w technologii produkcji uktadéw scalonych
umozliwiajg otrzymywanie pionowo sprzezonych struktur metapowierzchni plazmowej i fotonicznej,
ktore mogg wykazywaé szereg zjawisk zwigzane z silnym sprzezeniem. Ponadto nowoczesne
technologie wytwarzania struktur krzemowych o minimalnych rozmiarach elementéw od znacznie
ponizej submikrometra do kilkudziesieciu nanometrow pozwalajg na bezposrednig integracje
elementow tuningowych, ktére umozliwiajg aktywne sterowanie i lokalne prébkowanie sprzezonych
uktadow.

Cel projektu:

Gtéwnym celem dziatalnosci jest wykonanie kompleksowych badan silnie sprzezonych rezonatoréw
opartych o metapowierzchnie w subterahercowym zakresie czestotliwosci. Dziatania obejmujg
modelowanie i rozmieszczenie pionowo sprzezonych struktur fotonicznych i plazmowych
w technologii wytwarzania krzemu, jak rowniez ich charakterystyke elektryczna
i elektromagnetyczna.

Wymagania:

- tytut magistra lub rownowazny w dziedzinie fizyki

- umiejetnosci w zakresie modelowania elektromagnetycznego o wysokiej czestotliwosci
- wiedza na temat urzadzen poétprzewodnikowych

- whasciwa motywacja do ukonczenia studiéw doktoranckich

- biegta znajomos¢ jezyka angielskiego w mowie i pismie.



